Hodnoceni kvalifikacni prace oponentem

Tenkovrstvé materialy na bazi Cu-O

N3 .
azev prace pripravované pomoci HiPIMS pro rozklad vody

Student Jan Vosejpka
Oponent Doc. RNDr. Karel Rusnak, CSc.
Kritéria hodnoceni Max. body Pridélené body
Splnéni zadani (v¢. stupné kvality) 20 20
Interpretace vysledk 30 30
Jazykova a graficka uprava 30 30
Celkové hodnoceni 80 80

80 — 65 bodU = vyborné; 64 — 50 bod( = velmi dobie; 49 — 40 bod( = dobfe; méné nez 40 = nevyhovél

Hodnoceni obsahu a kvality prace, pfipominky

Diplomova prace pana Jana Vosejpky se zabyva vysoce aktualni tématikou v oblasti
tenkovrstvych materidl( na bazi Cu-O pro rozklad vody, se zaméfenim na praktickou pfipravu
vrstev pomoci HiPIMS, na charakterizaci jejich vlastnosti a nalezeni korelaci s parametry
depozi¢niho procesu. Prace nepresahuje doporuceny obsah stran, ale diky menSimu pismu
a jednoduchému radkovani je nadpriamérné obsazna, ma predepsané standardni ¢lenéni a
vybornou grafickou Upravu s minimem preklep.

Na velmi peclivé zpracovany a shrnuty soucasny stav problematiky navazuje kompletni popis
exporimentalnich metod (ve kterém by mohlo byt vice nazornych obrazkd). V zavérecné
¢asti prace autor nejprve porovnava vlastnosti depozicnich metod HiPIMS a DCMS a pak
velmi precizné, krok za krokem s pomoci tfi sérii depozic a s prlibéznym mérenim zakladnich
vlastnosti vrstev, provadi optimalizaci procesu depozice findlnich vrstev pro
fotoelektrochemicka méreni a nasledné hledani korelaci s parametry depozi¢niho procesu.

Dotazy oponenta

1. Na zakladé jakych zkuenosti byly nastaveny vybojové parametry HiPIMS ? Bylo by mozno jejich
zménou ziskat kvalitativné lepsi fotokatalytické vlastnosti vrstev oproti DCMS ?

2. Jak byl stanoven rozsah potencidld pro voltametrii, pro¢ nesahal napf. ke 0,10V vs RHE?
3. Jak je moiné, Ze nékteré vrstvy CuO (liSici se jen stupném krystalinity) nevykazuji
fotoaktivitu. Jaké fyzikalné odlisné procesy na nich v elektrolytu mohou probihat ?

4. Bylo konstatovano, Ze jednim z vysvétleni vlivu zvySovani parcidlniho tlaku kysliku pfi
depozici na zvySovani fotoproudu muze byt z(iZzeni zakdzaného pdsu — mohl byste toto zUzeni
demonstrovat na obr. 5.7 ? Jednd se o pfimy nebo nepfimy zakazany pas ?

5. Bylo by mozné ddle zvysit fotoproud dalSim zvySovanim parcidlniho tlaku kysliku,
napriklad na 0,40 Pa (jak to naznacuji obr.5.7a5.13) ?

6. Okomentujte moznosti zajimavych nanostruktur na obr. 5.8 c), d) a pfipadné f).

Doporuceni prace k obhajobé: X ano O ne

Celkové hodnoceni préce: X vyborné O velmi dobfe O dobte O nevyhovél
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